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シンチレータは無機蛍光体の一種であり、X 線等の keV～GeVオーダーの高エネルギー

放射線を吸収し蛍光を発する機能性材料である。応用先として医療分野 [1] やセキュリテ

ィ [2] などが挙げられる。シンチレータには様々な形態の材料が使用されているが、その

中でもバルク無機単結晶は発光波長に対する透光性が高く、発光量が大きいといった特徴

がある。発光量の高い単結晶シンチレータとしてアルカリハライド系が挙げられるが、潮解

性が高く気密容器内に封入する必要がある。近年では、Ce:TAGなどのガーネット構造を有

するものも高い発光量を示すことが確認されており[3]、研究が盛んに行われている。本研

究ではガーネットと同様に蛍光体として優れた特性を示す事が多いペロブスカイト型構造

を有している GdAlO3に、シンチレーション特性の向上を期待し Alの一部を Gaに置換し、

発光中心として Ceを少量添加した Gd(Ga, Al)O3単結晶を FZ法により作製し、フォトルミ

ネッセンス (PL)、シンチレーション特性を測定した。 

図 1に 1%Ce添加 Gd(Ga0.4, Al0.6)O3の PL emission mapを示す。300-400 nmと 500-700 nm

付近において発光を観測した。300-400 nmのものは格子欠陥による発光、500-700 nmのも

のは Ceの 5d-4f遷移由来の発光だと考えられる。また、図 2は同サンプルの X線照射によ

るシンチレーション発光スペクトルを示している。2 つの発光ピークが存在し、400 nm 付

近のものは格子欠陥による発光、500-700 nmのものは Ceの 5d-4f遷移由来の発光だと考え

られる。 

 

  

Figure 1.PL emission map of 1% Ce-doped 

(Gd0.6, Y0.4)AlO3. 

Figure 2. Scintillation spectrum of 1% Ce-doped 

(Gd0.6, Y0.4)AlO3 under X-ray irradiation. 
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